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１．概要（Summary） 

GaN 系トランジスタの開発を目的に、支援装置である

電子ビーム露光装置を用いて、電極を作製した。三層レ

ジストを用いてGaN基板上にNi/Auの T型電極の作製

を行った。 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置：電子線描画装置（50 kV）、走査型

電子顕微鏡、マスク描画装置 

電子線描画を行うためのアライメントマークの形成には

コンタクト露光装置によるフォトリソグラフィーとドライエッチ

ングを用いた。このフォトリソグラフィー用のマスク作成に

はマスク描画装置を用いた。電子線描画において、三層

レジストにおける、最下層は希釈レジスト（ZEP-520A ： 

Anisole = 1 ： 1）を用い、膜厚を 100 nm とした。スピン

塗布は、回転数がはじめ 150 rpm で 5 秒、次に 6000 

rpm で 60 秒として行った。塗布後 190 ℃、2 分間 ベ

ークを行った。中間層はレジスト PMGI(Poly Methyl 

Glutar Imide) SF8 を使用した。スピン塗布は、回転数

がはじめ 500 rpm で 5 秒、次に 6000 rpm で 70 秒と

して行った。 塗布後 150 ℃、5 分間ベークを行った。最

上層はレジストZEP-520Aを使用した。スピン塗布は回転

数がはじめ 150 rpm で 5 秒、次に 6000 rpm で 60 秒

で行った。塗布後 190 ℃、2 分間ベークを行った。最上

層および中間層の露光は Beam Currentが 100 pA 、

ドーズ量は 100 C/cm2で行った。最上層の現像は

o-xylenで 6 分間行い、リンスは IPAで 30 秒間行

った。中間層の現像は CD-26(TMAH(Tetra Methyl 

Ammonium Hydroxide))で 30 秒間行い、リンスは

純水で 30 秒間行った。最下層は Beam Currentが

100 pA 、ドーズ量は 140 C/cm2で行った。現像は

Amyl acetate で 15 秒、リンスは IPA で 30 秒間

行った。T型電極は電子ビーム蒸着法を用い、厚み

はそれぞれ 10/150 nmの Ni/Alの形成を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1に現像後の三層レジストの断面 SEM像を示す。

最下層のパターンにややずれが見られるものの、本パタ

ーンを用いパターン上に Ni/Au の蒸着を行った。Fig. 2

は蒸着後の電極の断面形状を示す。これにより T 型の電

極の形成が確認された。今後重ね合わせ精度の改善を行

い、実デバイスの作製を行う予定である。 

 

Fig. 1 Cross-sectional SEM image of developed resist 
pattern. 

 

Fig. 2 Cross-sectional SEM image of Ni/Au electrode   
after deposition. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 山口大学（支援番号：F-14-YA-0022）、香川大学（支援

番号：F-14-GA-0020）と協力して支援頂いた。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし 

６．関連特許（Patent） 

なし 


